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具有通用输入的MBUF0101超低抖动
LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器

特征

• 10个低电压互补金属氧化物半导体/低压晶

体管-晶体管逻辑 (LVCMOS/LVTTL) 输出，

DC达到

200MHz
• 通用输入

• 晶体振荡器接口

• 内核运行电源电压 3.3V或 2.5V
• 可调输出电源

– 每组 1.5V，1.8V，2.5V和 3.3V
• 使用QFN-32封装

应用

• 针对射频拉远单元 (RRU)应用的 LO基准

分布

• 同步光网络 (SONET)，以太网，光纤信

道线路接口卡

• 光传输网络

• 千兆无源光网络 (GPON)光线路终端

(OLT) /光网 络单元 (ONU)
• 服务器和存储局域网络互连

• 医疗成像

• 便携式测试和测量

• 高端 A/V

描述

MBUF0101是一款高新能、低噪声

LVCMOS扇出缓 冲器，此缓冲器能够从一

个差分、单端或晶振输入中分配 10个超低抖

动时钟。

内核电压可被设定为 2.5V或者 3.3V，

而输出电压可被设定为 1.5V，1.8V，2.5V或

者 3.3V。可通过引脚编程轻松地对

MBUF0101进行配置

芯片信息

型号 封装 尺寸

MBUF0101 SOP-16 5 mm×4.4 mm

功能框图
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引脚配置

图MBUF0101引脚配置图

引脚配置表

序号 名称 类型 描述

DAP DAP - DAP散热PAD与地相连接

1 CLKout0 输出 LVCMOS输出

2, 6 Vddo 电源 Bank A (CLKout0 to CLKout4)输出电源电压

19,23 Vddo 电源 Bank B (CLKout0 to CLKout4)输出电源电压

3 CLKout1 输出 LVCMOS输出

4,9,15,16,
21,25,26,32 GND 地 地

5 CLKout2 输出 LVCMOS输出

7 CLKout3 输出 LVCMOS输出

8 CLKout4 输出 LVCMOS输出

10 Vdd 电源 核心电路以及输入级的电源电压

11 OSCin 输入 晶体输入端

12 OSCout 输出 晶体输出端

13 CLKin0 输入 输入CLK0
14 CLKin0* 输入 互补输入CLK0
17 CLKout5 输出 LVCMOS Output
18 CLKout6 输出 LVCMOS Output
20 CLKout7 输出 LVCMOS Output
22 CLKout8 输出 LVCMOS Output
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引脚配置表（续表）

序号 名称 类型 描述

24 CLKout9 输出 LVCMOS Output
27 CLKin1* 输入 互补输入CLK1
28 CLKin1 输入 输入CLK1
29 SEL1 输入 输入选择控制引脚高位，有内部电阻下拉

30 SEL0 输入 输入选择控制引脚低位，有内部电阻下拉

31 OE 输入 输出使能控制，有内部电阻下拉
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绝对最大额定值

符号 描述 最小值 最大值 单位

Vdd 电源电压 -0.3 3.6 V
Vddo 输出电源电压 -0.3 3.6 V
VIN 输入电压 -0.3 Vdd+0.3 V

建议工作条件

符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位

TA 环境温度 -40 25 85 ℃

Vdd 电源电压 3.15 3.3 3.45 V

Vddo 输出电源电压 1.425 3.3 Vdd V

ESD额定值

符号 描述 条件 额定值 单位

VESD 静电放电

静 电 放 电 人 体 模 型

（HBM）
±2000 V

静电放电充电设备模

型（CDM）
±1000 V
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电学特性

(2.375 V ≤ Vdd ≤ 3.45 V, 1.425 ≤ Vddo ≤ Vdd, -40 °C ≤ TA ≤ 85 °C,差分输入.典型值在 Vdd = Vddo = 3.3 V, TA =
25 °C, 测试条件为: Ftest = 100 MHz, Load = 5 pF与50Ω电阻并联。（有特别注明的测试条件除外）

符号 参数 测试条件 最小值 典型值
最大

值

单

位

芯片整体特性

Vdd 核心电源电压 2.375 2.5或3.3 3.45 V

Vddo 输出电源电压 2.375 1.8V，2.5或
3.3 3.45 V

Ivdd 核心功耗 Vddo = 3.3 V，Ftest = 100 MHz 112 mA
输出

fCLKout 输出频率 DC 200 MH
z

tr 上升时间和下降时

间
Vdd = 3.3 V，Vddo = 3.3 V，CL = 10

pF 474 ps

VCLKoutLo

w
输出低电平

输出为1 mA的负载
0.1 V

VCLKoutHig

h
输出高电平

Vddo-
0.1 V

RCLKout 输出电阻 在输出为VOH/VOL时测试 50 Ω

tj RMS附加抖动

fCLKout = 156.25 MHz，CMOS输入

摆率≥3 V/ns CL = 5 pF，BW =12 kHz
到 20 MHz

56 fs

tPD 输入输出延迟 输入信号频率100 MHz 1.9 ns

数字输入控制（OE，SEL0，SEL1）
Vlow 输入高电平 Vdd

V
VHigh 输入低电平 0

CLKin0/0*和CLKin1/1*输入时钟规格

VIH 输入高电平 Vdd V
VIL 输入低电平 GND V
VID 差分输入电压摆幅 CLKin差分驱动 0.15 1.5 V

OSCin/OSCout引脚

fXTAL 晶振频率范围 25 MH
z
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典型特性

图 3.3 V电源电压50 MHz LVCMOS输出 图 100 MHz LVCMOS输出

图 150 MHz频率LVCMOS输出信号波形 图 100MHz处输入输出延迟
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图MBUF0101在100 MHz处 LVCMOS输出相位噪声曲线(3.3 V电源电压下)

图MBUF0101在156.25 MHz处 LVCMOS输出相位噪声曲线(3.3 V电源电压下)
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功能描述与应用

MBUF0101是一款10路LVCMOS输出低附加抖动的时钟缓冲器，最高工作频率为200 MHz。芯

片拥有三选一时钟选择功能，其中一路支持晶振输入。芯片可以单个电源供电也可以使用双电源

供电，支持引脚功能配置。该芯片使用QFN-32封装。

制作工艺

时钟缓冲器MBUF0101是基于180nm CMOS工艺设计的。

电源供电

输出部分的电源电压Vddo（3.3 V，2.5 V，1.8 V）可以使用和Vdd（3.3 V或2.5 V）相同的电

源电压，可以使用低于Vdd的电压，一定要保证Vddo的电压不能超过Vdd，否则会影响芯片的ESD

保护性能。

时钟输入

MBUF0101支持三选一输入，CLKin0/CLKin0*，CLKin1/CLKin1*，以及OSCin。时钟输入的

选择受SEL0，SEL1引脚控制，功能如下

SEL1 SEL0 选择输入

0 0 CLKin0,CLKin0*
0 1 CLKin1,CLKin1*
1 X OSCin(晶振输入模式）

当选择CLKin0或者CLKin1被选择时，晶振部分电路被关闭，当选择晶振输入模式时，晶体振

荡器会起振其时钟会扇出到所有输出。

MBUF0101支持两个差分输入(CLKin0/CLKin0*以及CLKin1/CLKin1*），差分输入同时也支持单

端输入，当使用单端输入时，另外一端应偏置到共模电平。输入支持AC以及DC耦合得3.3V/2.5V

LVEPCL，LVDS或者其他差分以及单端信号，输入信号应满足电学特性中的输入部分的要求。

时钟输出

时钟输出受输出使能引脚（OE）控制，当使能引脚为高电平时，输出使能开启，当使能引脚为低

电平时，输出使能关闭。功能如下表
OE 输出

逻辑低 高阻态

逻辑高 使能开启
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OE使能引脚具有与输入的同步功能，确保了输出没有短脉冲。MBUF0101有10个输出，对于未使

用的输出，应当浮空同时尽量减少输出的负载以降低系统的功耗。

输入驱动方式

芯片支持较多类型的信号，因为其共模范围VCM与输入摆幅VID支持范围较广，所以输入信号需

要满足电学特性中对输入的要求。为了实现更好的相位噪声和抖动性能，建议使用高摆率的输入

信号，摆率最好大于2V/ns甚至更高。用较低摆率的输入会恶化噪底和抖动。相比较于单端输入，

建议使用差分输入，因为差分输入具有更高的摆率以及共模噪声抑制能力。

图 单端LVCMOS输入，AC耦合

如图所示，差分输入端也支持单端输入，当使用较大摆幅的单端输入信号时（如3.3 V或者2.5 V

LVCMOS），需要端接50欧姆的电阻来减小信号的摆幅防止过驱动接受设备，同时和传输线进行

阻抗匹配防止信号发生反射。CLKin输入有片内的偏置电压，所以输入可以使用AC或者DC耦合。

驱动器输输出阻抗加上串联电阻Rs应当尽可能接近50Ω从而匹配传输线和负载电阻。

图 单端LVCMOS输入，带共模偏置的直流耦合
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OSCin除了可以接晶振电路，也可以使用单端输入信号，在使用单端输入时，另外一段浮空。输入

时钟应当AC耦合，可以使用片内的偏置电压。但是建议使用CLKinX作为输入，因为CLKinX支持

更高的频率，更好的共模，提高了电源噪声抑制能力，实现更好工艺-电压-温度（PVT）性能。

图 使用单端输入驱动OSCin

晶体接口

MBUF0101集成了晶振有源电路，晶体接口如下图所示

图 晶体接口

晶体的负载电容CL通常为18pF到20pF，是明确的。OSCin的输入电容典型值为1pF，PCB上的

寄生电容典型值为1~3pF，这些电容会影响负载电容C1和C2的取值。
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封装外形图
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